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A. BRZOZOWSKI, J. TOMASZEWSKI: Wplyw. stanu powierzchni krzemu na pomviar.
rezystywnosci metodg ,,o0pornosci rozptywu"”

Wykonano badania nad ustaleniem wptywu obrébki powierzchni krzemu na pomiar re-
zystywnosci metodq opornosci rozptywu. Zbadano wplyw wygrzewania probek oraz
wplyw starzenia sig ich powierzchni na pomiar rezystywnosci

H. TOMASZEWSKI, L. KUUG, E. RYLL-NARDZEWSKA: Wp/yw tlenku chromowego
na mikrostrukture i wiasnosci tworzywa korundowego

W opracowaniu przebadano wptyw wielko$ci dodatku tlenku chromowego na mikros-
trukturg i wybrane wiasnos$ci tworzywa korundowego o 96% zawartosci tlenku glino-
wego. Jak wynika z badan, Cr,0, wptywa niekorzystnie na spiekanie tlenkw glinowego
z udziatem fazy cieklejw wyniku pogarszania penetracji granic ziaren tego' tlenku przez
tworzgcaq siq faze ciekiy. Stwierdzono, iz w zestawach bez udziatu MgO i fazy ciekiej,
Cr,04 powyiej 0,5% wag. ogranicza rozrost ziaren Al;0, i zmienia ich pokiroj na sferoi-
dalny, nie powoduje jednakze podwyzszenia gestosci gotowych spiekéw. W rezultacie
takiego dziatania tlenku chromowego, obserwuje sig wyraZny spadek whasnosci me-
chanicznych tworzywa korundowego.

R.- JABLONSKI: Obliczanie stalych anizotropii magnetycznej w. cienkich warstwach
mierzonych metodg FMR

W niniejszej pracy przedstawiono numeryczne i analityczne obliczenia nieosiowej
i kubicznej anizotropii magnetycznej w cienkich warstwach magnetycznych o orien-
tacji {111). Metody te sa specjalnie uzyteczne przy szybkiej analizie warstw mierzonych
standardowym spektrometrem EPR.

T. DROZDZ, M. MALISZEWSKI, W. SOCHACZEWSKI: W/asnosci stopu SnZn30 sto-
sowanego do metalizacji kondensatoréw.

Zbadano technologicznie, fizycznie i chemicznie wiasciwosci stopu SnZn30. Omé-
wiono technologiq i wybrano optymalne parametry procesu.

A. KULCZYCKI: Dwutlenek cyrkonu jako nowoczesny, ceramiczny matersaf konstru k-
cyjny

Praca stanowi przeglad najwazniejszych faktéw z zakresu wytwarzania, struktury i za-
stosowarn cze$ciowo stabilizowanego dwutlenku cyrkonu. Zjawisko znacznego wzrostu
wytrzymatosci mechanicznej ceramiki wielofazowej zawierajacej tetragonalny ZrO,
wyjasnia sig martenzytyczng przemiang tego ostatniego w odmiang jednoskosnq
w polu naprezen rozciggajacych poprzedzajacych wierzcholek peknigcia.
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A. BRZOZOWSKI, J. TOMASZEWSKI: The influence of the surface conditions on the
resistivity measurements of silicon by the spreading resistance method

The investigations on the influence of the silicon surface treatment on resistivity mea-
surements by the spreading resistance method have been carried out. The Influence of
heat treatment and surface aging of the samples on resistivity measurements has been
established.

H. TOMASZEWSKI, L. KULIG. E. RYLL-NARDZEWSKA: The role of Cr,0,n sintering
of a — alumina with liquid phase

The influence of magnitude of Cr,0, addition on the microstructure and some proper-
ties of 96% Al,0, alumina ceramics was studied in elaboration. As it results from stu-
dies, Cr,0, influences unprofitably on the sintering alumina with liquid phase. It deto-
riorates the penetration of alumina grains by liquid phase. It was cenfirmed, that in
alumina ceramics without MgO and liguid phase additions, Cr,O, above 0,5% wt confi-
nes alumina grain growth and changes grains to spherical, but does not raise the den-
sity of alumina ceramics, however. In the result of such Cr,0, influence, distinct reduc-
tion of mechanical properties of alumina ceramics is observed.

R. JABLONSKI: Ferromagnetic resonance relations in magnetic films

The methods of numerical and analytical calculations of uniaxial and cubic magnetic
anisotropy in thin magnetic films are presented.

These methods are specialy useful for an quick analysis of measurements of {111}
films made by means of standard EPR spectrometer.

T. DROZDZ, M. MALISZEWSKI,W SOCHACZEWSKI: Properties of SnZn30alloy used
in capacitor metallization

Investigations of technological, physical and chemical properties of SnZn30 alloy are
reported. Conclusions referring to technology and optimum parameters of SnZn30 me-
tallized capacitor are drawn.

A. KULCZYCKI: Zirconia ~ modern ceramic engineering material

Some aspects of production, structure and mechanical properties of cubic and two or
three phase zirconia based alloys were reviewed. It is believed that an enhanced frac-
ture toughness of the alloys containing tetragonal ZrOis due toa stress-induced mar-
tensitic transformation of the latter phase to a monoclinic form.
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A. BXXO30BCKW, 1. TOMALIEBCKW: BausHue cocmoAHUR noeepxHocmu KDEeMHURA
HaO U3MepeHue yOensHo20 CONPOMUBIEHUA MEeMmoOOM CONPOMUENeHUA pacmeKxa-
HUA.

MNposeasHo nccneaosarva BAMAHMA cNoco6a 06 paboTkH NOBBPXHOCT KPEMHHEB biX
NNACTUH HB U3MBPEHWE YABNLHOro CONPOTHBNEHMA METOAOM CONPOTUBNEHHNA pacTe-
xaHuUA. Uccnenosano BNuAHWE Nporpesa o6pa3ioa, 8 TaKe CTAPEHUA NOBEPXHOCTH
Ha pe3ynsTaTbl U3IMEPEH UK,

X. TOMAILLEBCKHU, N1. Kynur, e. PUNNb-HAPA3EBCKA: Posw oKkucu xpoMo 8 cne-
xoHuu Al;O5 ¢ wuoKou a3od.

B paCote “ccnenosanc BAMAHWE BENUYMHLI A06BBKM OKMCU XPOMB H8 MUKPOCTPYK-
TYPYy KOPYHAOBOW Kepamuku ¢ coaepxanmem 36% Al,O;. Kax BwiTexaer ua nccneno-
BAHWH, OKMCb XpOMA BIIHAET OTPUUBTENLHO HB cnexksHue Al,05 ¢ xuaxou ¢aloki B pe-
3ynbTaTe yxyawBHWUA NEHBTPA LMK 38 PEH 3TOW OKMCH 4Bpea xnuakyio ¢daay. Moareepx-
ABHO, YTO B KBPAMUKE 683 OKUCH MBIHHUA M XUAKOMW HA3bI, OKUCL XPOMB BLILLE YEM
0.5% Becosbix, orpaHnuuHBaeT pocT 3epeH Al;O3 n nameHAeT hopmy 3epeH Ha cdepo-
MABNBLHYK), HE Bbi3biBAaST OAHAKO NOBLILIBHWA NNOTHOCTW cNnaaos. B peaynbraTe 18-
KOBO BNMAHWE OKWUCI4 XPOMA HAONIONBETCR OTYETNNBOE CHMWKEHWE MEXaHWYBCKMX
CBOWMCTB KOPYHAOBOWU KOPAMUKH,

P. ABNOHLCKWN. Pucvern xoHemoxm anu3omponuu 8 MOHKUX NEHNKAX UIMEPAE-
Miix Memoodom HeppoMUzZHUMHOZ0 PE3OHAHCQ.

Mpeactaenen meToa aHanNMTMYBCKHX W HYMBPHYECKMX PACYETOB MBrHWTHOW 8HM30-
TPONUN 8 TOHKUX MArHUTHBIX NNEHKAX MCCNBAOBAHHLIX METOAO0M (bep pOMarHUTHOro
pe3oHanca. BuiseneHsl GOpMynbl CBAILIBAIOLME KOHCTAHTLI OCEBOW, POMBUYECKON
1 KyOU4YEeCKOW BHMIOTPONUKU C TOYKAMM IKCNBPUMEHTA.

T. APOXAX, M. MANUILEBCKWU, B. COXAYEBCKWU: Ceoicmea cnnaea SnZn30
NPUMEHAEMO20 8 Memasu3ayuu KOHOeHCcamopoe.

Mpeactasneno peaynbTaTel UCCNEAOBAHWA TEXHONOIMYECKUX, PUINYECKUX U XUMHU-
yeckux caoucts cnnasa SnZn30. CAenaHO BbIBOABI KACAIOWMBCA METOA0B TEXHONOTUK
M ONTHMBNbHLIX NBPSMETPOB KOHAEBHCBTOPOB MBTANNU3OBAHHLIX cnnasoM SnZn30.

A. KYNBYUUKWU: Jeyoxucs yupkoHur — co8pemerHsii KepamMuyecKkuld KoOHCMpyK-
YUOHHNU Mamepuan

O6cyxaannch HEKOTOPLIB BCNEKTb NPOAYKUNK, CTPYKTYPbl i MEXAHWYECKHEe CAOHCTBA
KyOuuecknx, ayxdaansix n Tpé@xdaaHbIX TBepPALX PACTBOPOB H8 OCHOBE8 ABYOKWUCH
UMPKOHWUA. YBENNYEBHUE MEXBHNYECKON NPOYHOCTH KEPBMKUKH, COABPXKBLIeH TeTParo-
HanbHy10 ZrO; CYMTBETCA KBK PO3YNbLTAT MBPTEH3UTHHECKOTO NPEBPaLIEeHHUA B MOHO-
KNUHHYIO popmy.
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